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[緒言] 

 窒化ガリウム(GaN)はパワーデバイスなどへ

の応用が考えられるが、これらのデバイスを作

製する際、GaN のエッチング技術は重要であ

る。特に微細加工を行う上では、一般的に ICP-

RIE などのドライエッチングが使用されるが、

プラズマ中のイオンによる試料表面へのダメ

ージの導入や、マスクとの選択性の低さなどが

課題として挙げられる。一方光電気化学エッチ

ングは、試料にそのバンドギャップエネルギー

を超える光を照射し、生成された光キャリア

（正孔）を利用した表面の陽極酸化と、その溶

解反応によりエッチングを行う方法であり、ダ

メージが少なく、マスクとの高い選択性を示す

ことが知られている[1]。しかし、本手法をサブ

ミクロンスケール程度の微細構造の加工に適

用した例は少ない。 

本研究では直径数 µm 程度の Ti マスクを用

いて GaN のエピタキシャル層を様々な条件下

で光電気化学エッチングを行い、微細構造の形

成に適用可能かどうか検討したので報告する。 
 

[実験方法] 

 エッチングを行う試料として GaN 自立基板

上に i-GaN を 2000 nm、n-GaN(Siドーピング密

度 1.0×1018/cm3)100 nmを MOVPE法によって

成長したものを使用した。この試料に対して

EB lithography およびマスク金属である Ti を

80nm EB 蒸着法により堆積させ、リフトオフに

よりマスクを形成した。 

 図 1 は今回行った光電気化学エッチングの

実験系模式図である。電解液に試料を導入し、

試料裏面に電圧を印加、紫外光を照射すること

により光電気化学エッチングを行った。 

 

[結果] 

 図 2 は光電気化学エッチングを行った試料

の SEM像である。電解液として 0.02Mの KOH

水溶液を使用した。励起光の波長、強度をそれ

ぞれ 360nm、40mW/cm2とし 5分毎に On/Offを

行うサイクルを 6サイクル実施した。印加電圧

は 1V である。マスクの形状は六角形であり、

直径は 5μm である。マスクのない部分は基板

垂直方向に約2μm程度エッチングされており、

選択的にエッチングが行われていることが分

かるが、マスク直下においてもエッチングが数

μm程度進行していることが分かる。今後、こ

のマスク直下におけるエッチングが起きるメ

カニズムを考察するとともに、これを抑制する

条件を探索し、微細加工の可能性について明ら

かにする予定である。 
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図 1 Schematic of PEC Etching  

 

図 2 SEM images of GaN after PEC etching 
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